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@ Substrat de cablage a couches multiples.

@ Le substrat 1 de cablage de la présente invention sert au Sa 4 2
montage d'une piuralité d'éléments 2 de circuit électronique et
comprend une section de couche en céramique 11, une plura-
1ité de couches de céblage 17 formées sur la section 11; une
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La présente invention concerne un substrat de
cdblage multi-couches permettant le montage d'é&léments de
circuit électfonique par une technique de liaison par
thermocompression.

Un exemple de substrats de cdblage multi—couches
de l'art antérieur est décrit dans le brevet des Etats
Unis N° 4 578 308. Dans le substrat repré&senté& dans ce
brevet, afin d'&viter que la pression appliquée pour con-
necter les pastilles 1l aux fils 17 par une technique de
liaison par thermocompression n'ait un effet sur les cou--
ches de cablage 7, on prévoit des couches mé&talliques 3
pour absorber cette pression. Cependant, de telles cou-
ches métalliques supplémentaires ont l'inconvénient
d'augmenter l'épaisseur du substrat ainsi que le nombre
des étapes nécessaires du procédé de fabrication du substrat.
En outre, l'emploi des couches métalliques 3 se traduit par
un choix extrémement mauvais des trajets de cablage pour
connecter les pastilles 1 et les couches de cdblage 7.

Par conséquent, la présente invention a pour objet
un substrat de c&blage multi-couches qui &limine avec succés
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les inconvénients exposés ci-dessus.

Selon un aspect de la présente invention, on pré-
voit un substrat de c&blage multi-couches pour monter une
pluralité d'éléments de circuit électronique. Le substrat
comprend: une section de couche en céramique; une plurali--
té& de couches de cdblage formées sur la section de la cou-
che en céramique; une pluralité de premiérescouchesisolan-
tes constituées d'une résine de polyimide pour fournir un
isolement entre les couéhes de c&blage; une seconde couche
isolante formée sur la couche la plus &levée des couches
de ciblage et réalisée en matériau de polyimide mé&langé
avec une poudre minérale; et une pluralité& de pastilles de
liaison formées sur la seconde couche isolante.

La pré&sente invention sera bien comprise 3 la
lecture de la description suivante faite en relation avec
le dessin ci-joint qui repré&sente une vue en coupe d'un mo-
de de réalisation de 1l'invention. '

En liaison avec la figure , un mode de réalisa-
tion de la présente invention comprend un substrat 1, une
puce 2 de circuit intégré montée sur le substrat 1, un
caoutchouc de silicone 3 inséré entre la surface supérieu-
re du substrat 1 et la surface inférieure de la puce 2,
une plague de refroidissement 5, et un composé 4 remplis-
sant un espace entre un &videment 5a mé&nagé dans la pla-
que de refroidissement 5 et la surface supérieure de la pu-
ce 2. La plaque de refroidissement 5 peut &tre, par exemple,
en cuivre-molybdéhe ou cuivre-tungsténe. Le composé 4 peut
étre un matériau qu'on peut se procurer auprés de la socié-
té dite Toray Silicone Company Ltd. sous la marque "Adhésif
au silicone CY52-223A/B ou produit d'enrobage au silicone
CY52-221". Le substrat 1 comporte une section 11 de couche
en céramique, une section 12 de couches de c&blage qui est
formée sur la section 11 et une pluralité de broches 13
d'entrée/sortie prévues sur la surface inférieure de la sec-

tion 11. A 1'intérieur de la section 11, une pluralité de
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trous traversantsl4 sont ménagés de manidre & pénétrer la
section 11 entre sa surface inférieure et la surface supérieu-
re. Les trous traversantsl4 sont connectés aux broches 13,
respectivement. En outre, des motifs conducteurs 15 sont
formés sur la surface supérieure'de la section 11 et con-
nectés aux trous traversants 14.

La section 12 des couches de cgblage est un
corps stratifié constitué& de couches de cablage 17 formées:
par un procédé de revétement sélectif de couches fines, et
de couches isolantes 16 en résine de polyimide afin -de
fournir un isoclement entre les couches 17. La couche 18 la
plus haute du corps stratifié est une couche isolante cons-
tituée d'un mélange de polyimide et d'une poudre mindrale
telle que la silice ou l'alumine. Le rapport de mé&lange en-
tre la poudre minéréle et le polyimide est, par exemple,

25 %:75 %. Comme la couche 18 a une dureté suffisante
{(c'est-&d-dire une dureté& Vickers de 100, alors gque celle
d'un polyimide ne contenant aucune poudre minérale est 70
a 70 Vickers) et une ré&sistance 3 la traction suffisante,
elle peut absorber la pression appliguée pendént 1'opéra-
tion de liaison par thermocompressicn qu'on va maintenant
décrire. )

Sur la surface supérieure de la section 12 des
couches de cdblage sont formées une pluralit@ de pastilles
de liaison 19. Une pluralité& de fils 10 prévus sur la pu-
ce 2 sont connectds aux pastilles 19 par une liaison par
thermocompression. Bien gu'une pression soit appliquée aux
pastilles 19 pendant l'opération de liaison, celle-ci est
absorbée par la couche 18 et son influence n'atteint pas
les couches de c&blage 17.

Le caoutchouc de silicone 3 évite que la surface
inférieure de la puce 2 ne vienne en contact avec la surfa-
ce supérieure de la section 12 & cause du poids de la pla-
que de refroidissement 5. '

Dans le mode de réalisation de 1l'invention, bien
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que seule la couche 18 la plus haute soit constituée de bo-r
lyimide mélangé avec la poudre minérale, les autres couches
isolantes peuvent &tre &galement constituées d'un tel poly-
imide.

La présente invention n'est pas limitée aux exem-:
ples de réalisation qui viennent d'étre décrits; elle est
au contraire susceptible de variantes et de modifications
gui apparaitront 38 l1'homme de l'art.
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REVENDICATIONS

1. Substrat de c&blage multi-couches (1} pour le
montage d'une pluralité d'éiZments de circuit glectronique,
caract&risé en ce qu'il comprend:

une section de couche en céramique (11});

une pluralit:@ de couches de cdblage (17) formées
sur la section de couchs en cé&ramiques 7

une pluralité de premiéres couches isolantes (16)
en résine de polyimide &fin de fournir un isoclement enire
les couches de cablage (17); ' R

une: seconde couche isolante (18) form@e sur Iz
couche la plus haute des couches de cablage et rdalisée en
matériau de polyimide mélang@ 3 une poudre minérale; et

une pluralité de pastilles de liaison (19) formées
sur la seconde couche isolante.

2. Substrat sslon la yevendication 1, caractérisé
en ce gu'au moins l'une des premidres couches isolantes (16)
est en matériau de polyimide m2lange 3 une poudre mindrale.

3. Substrat selon lz revendication 1, caractérisé
en ce que les éléments de circuit &lectronigue (2) sont mon-
tés sur la seconde couche isolante et une pluralité de fils
(10) des éléments de circuit &lectronique sont connectés
aux pastilles de liaison par liaison par thermocompression,
respectivement.

4. Substrat selon la revendication 3, caractdrisé
en ce que des &léments d'interposition sont placé&s entre les
€léments de circuit électronique et la seconde couche isolan-
te. :

5. Substrat selon la revendication 4, caractérisé
en ce gque l'élément d'interposition est un caoutchouc de
silicone. ’
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